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Traitement electro -mecanique de
I"'iInformation
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Résonateur MEM

Tallle < quartz, intégrable, facteur de qualité > 104
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Analogie electro-mécanique

Fréquence de résonance
reglable: rigidite !




Circuit équivalent : passif
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Besoin d 'air-gap nanom étrique
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Réponse typique d 'un
résonateur MEM

HP 8753D - Network Analyzer
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Un transistor dans une corde de
guitare
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Transistor a corps vibrant (VB -FET)

VIBRATING BODY FET
Drain

Source

(C) EPFL 2008 animation by R.Sutter

Modulations
e charge
* piezo-resistance
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Double -diapason VB -FET en
silicium
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VB-FET: amplificateur - filtre

e Résonateur VB-FET a double-grille : gain intrinseque
* +40dB comparé a la détection classique

MEM filten

TranS|stor
(ampli)
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Et si on force le gain?

+ 3dB: gain en sortie sur 50W. oscillateur !
e R, =-30W Consommation: 10 nkVatts
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Oscillations auto

-soutenues !
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Multi -grille, haute fr equence
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Autres fonctions: mixer/filtre
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Reéduction d 'échelle et
applications

 Fréequences : 100kHz — 10GHz
o Sur SOI: compatibilité avec circuits intégrés
e Applications basse puissance:

— oscillateur MEMS

— frequence d’horloge MEM intégree

— accelérometre
— capteur de gas
— capteur bio —p
(mono-moléculaire)
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Conclusions

e Les transistors a corps vibrant offrent des
nouvelles fonctionnalités et performances
au resonateurs MEMS : nouveau circuits
et applications spécifiques a venir !

o Grand potentiel a I'echelle nano:
oscillateurs ultra-basse consommation
(sub-1microWatt) et capteurs ultra-
sensibles intégreés.
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Fabrication du VB-FET
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